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１．概要（Summary） 

フェリ磁性体Mn4Nは、自発磁化が比較的小さく(～

100 kA/m)、また、垂直磁気異方性を示すことから、

新規ピントロ二クス材料として注目されている。我々

は、Mn4N 細線構造において、Ni をわずか添加した

試料(Mn3.8Co0.2N)において室温で磁化補償が生じる

おとを見出し、室温かつ外部磁場の補助なしで、超高

速(3,000 m/s)の電流駆動磁壁移動を達成してきた。こ

のように、Mn4Nにドープして室温で磁化補償が生じ

る磁性不純物として Co ドープ Mn4N(Mn4-xCoxN)が

知られているが、Co組成が大きい(x ≥ 3.0)試料での磁

気構造が分かっていない。そこで本研究では、

Mn4-xCoxN膜をエピタキシャル成長し、磁気特性評価

の前に、Coの組成 xを評価することを目的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱測定装置 

【実験方法】 

450 ℃に加熱した SrTiO3(001)基板上に、分子線エ

ピタキシー法により、膜厚 20 nmのMn4-xCoxN膜を

エピタキシャル成長した。CoとMnは Kセルで、ま

た、窒素は rfプラズマ源により供給した。成長後、X

線回折測定 (XRD)および反射高速電子線回折

(RHEED)により、結晶軸の配向性を調べた。 

ラザフォード後方散乱測定では He+を用い、2 

MeVに加速して用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に、作製した試料の θ-2θ XRDパターンおよび

RHEED像を示す。また、図中に、Co組成xを明記した。

Co4N 膜はエピタキシャル成長したといえる。一方、Co 組

成が減るにしたがって、XRD 回折も弱まり、また、

RHEEDのストリーク線もぼけているため、中程度のCo添

加では、結晶品位が劣化するといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 θ-2θ XRD patterns and RHEED images of Mn4-xCoxN (x=3.0, 

3.6, 3.9, and 4.0) films on SrTiO3(001) substrate.  

 

４．その他・特記事項（Others） 

  なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

H. Mitarai, T. Yasuda, T. Komori, K. Toko, K. 

Amemiya, and T. Suemasu, 82th JSAP Autumn 

Meeting, 13p-S302-13.  

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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